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ている． SiO2 などをマスク材料として用いる結晶再成長により GaN の三次元構造











紫外多波長 LED を試作しその特性を評価することを目標にしている．  
 
第２章では，AlN の三次元構造を作製するために，各種の加工基板上への成長に






いて AlN を [11̅00]方向ストライプ状に溝加工しその上へ AlN を再成長すると，凸部
から横方向成長が進行し，加工構造を埋めて表面が平坦な二次元構造となることが
分かった．一方．AlN を [112̅0]方向にストライプ状に溝加工しその上へ AlN を再成長
すれば，（0001）極性面と (11̅01)半極性面で構成された三次元 AlN 構造が形成できる
ことを実証している． 
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によって生じていることが CL マッピングにより明らかにされている． 
 
第４章では，三次元 AlGaN 系 LED の作製と評価を行っている．まず，三次元 AlN
ストライプ構造上へ Si ドープ n 形 AlGaN 層を成長する際に，膜厚や原料供給の
V/III 比の上昇によってバンチングしたステップが消失する傾向にあるため成長
条件の最適化を行っている． つぎに，三次元 AlN ストライプ 構造上へ n 形
AlGaN/AlGaN 多重量子井戸/p 型 GaN を成長し，Ti/Al n 電極、Ni/Au p 電極を形成
することで三次元 LED 構造の試作に成功している．また，この構造への電流注入を
行い，250nm 帯と 270nm 帯の二つの発光ピークからなる多波長発光を初めて実現し
ている．さらに，この三次元 LED 構造の電流電圧特性を測定し，二次元 LED 構造（従
来の LED 構造）の特性を比較しており，直流抵抗の増大と逆方向リーク電流の増大
を観測している．前者は凸部の幾何学的形状（薄膜化と長電流経路化）から n 形
















次元 LED の電気特性改善に向けた指針についても述べている． 
（続紙 ２ ） 
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（論文審査の結果の要旨） 
 本論文は，有機金属気相エピタキシー（ MOVPE）によってサファイア基板上に






1. サファイア基板上 AlN の三次元構造の作製 
・溝加工したサファイア基板上への AlN の再成長を検討 
・サファイア基板上にエピタキシャル成長した AlN を溝加工し再成長を検討 
・上記構造において [112̅0]方向にストライプ状に溝加工し，その上への AlN 
の再成長によって（0001）極性面と (11̅01)半極性面で構成された三次元 AlN 
構造が形成できることを実証 
2. 三次元 AlN 構造上 AlGaN 量子井戸の発光特性 




・その結果，局所的な発光の長波長化によって，三次元 AlGaN 量子井戸構造 
からの多波長発光を実現 
3. 三次元 AlGaN 構造上 LED の作製と評価 
・三次元 AlN 構造上に三次元 AlGaN エピタキシャル層を作製 
・上記構造上に n-AlGaN/AlGaN 多重量子井戸/p-GaN を成長し，Ti/Al n 電
極、Ni/Au p 電極を形成することで三次元 LED 構造を試作 











の学位論文として価値あるものと認める．また，平成 29 年 2 月 22 日，論文内容
とそれに関連した事項について試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基
準を満たしていることを確認し，合格と認めた． 
 なお、本論文は、京都大学学位規定第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、 
 公表に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすること
を認める． 
 
